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摘要(译)

本发明公开了一种TFT基板的制备方法、TFT基板以及OLED显示面板。
该TFT基板的制备方法包括在基板上依次形成栅电极、栅极绝缘层、多
晶硅层和阻挡层，多晶硅层包括源极区、漏极区和沟道区；通过一道光
罩对源极区和漏极区上方的阻挡层进行刻蚀，使源极区和所述漏极区上
方的所述阻挡层的厚度为离子能够穿过的厚度，且不为零；再对多晶硅
层进行离子布植；通过上述方式，可以不用暴露出源极区和漏极区的多
晶硅层既能够对源极区和漏极区的多晶硅层进行离子布植，避免了多晶
硅层在制备过程中受到损坏，提升TFT基板的稳定性，提高显示质量。
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